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(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ABSCHEIDEN EINER SCHICHT AUSHALBLEITERMATERIAL

AUF EINER SUBSTRATSCHEIBE

(57) Abstract: The invention relates to an apparatus for depositing a layer of semiconductor material on a substrate wafer, said apparatus
comprising: a base ring between an upper and a lower dome; a susceptor acting as a support for the substrate wafer during deposition of
the layer; a gas inlet and a gas outlet; an exhaust gas line and gas supply lines for conducting process gas over an upper lateral surface
of the substrate wafer; a slit valve tunnel and a slit valve door; and a lifting and rotating means for lifting and rotating the susceptor
and the substrate wafer, characterised in that one or more components of the apparatus which consist of stainless steel are covered by
an amorphous layer containing silicon and hydrogen.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum Abscheiden einer Schicht aus Halbleitermaterial auf einer Substratscheibe, umfassend einen
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Verdtfentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Grundring zwischen einer oberen und einer unteren Kuppel; einen Suszeptor als Triger der Substratscheibe wahrend des Abscheidens
der Schicht; einen Gaseinlass und einen Gasauslass, eine Abgasleitung sowie Gaszuleitungen zum Leiten von Prozessgas iiber eine
obere Seitenfliche der Substratscheibe; ein Schlitzventil-Tunnel und eine Schlitzventil-Tire; und eine Hub- und Rotationseinrichtung
zum Heben und Drehen des Suszeptors und der Substratscheibe, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Bestandteile der
Vorrichtung, die aus Edelstahl bestehen von einer amorphen Schicht bedeckt sind, die Silizium und Wasserstoff enthalt.



